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Tóm tắt: Tổng quan về linh kiện transistor đơn kiện điện tử, tìm hiểu hoạt động 
truyền tải điện tử trong các hệ thống thang nanomet, cơ sở thuyết chính thống 
"Orthodox theory". Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tính dòng điện qua 
transistor đơn điện tử sử dụng phương pháp hàm Green. Mô phỏng sự vận 
chuyển điện tử trong transistor đơn điện tử  
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